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RCA Corporation, 30 Rockefeller plaza, New York, New York 10022,
Yhdysvallat

Vastalukitﬁspiiri induktiivisia kuormia kdyttidvid ldhtdasteen
laitteita varten - Antildskrets for slutstegsanordningar, vilka

anvdnder induktiva belastningar

» - Té&mdn keksinndn kohteena ovat induktiivisia kuormia kdyttda-
vat tehoaStelaittéet, etenkin piiri, jolla suojataan tehovahvistin
induktiivisesti syntyheiden jannitepulssien aiheuttamalta lukittu-
miselta.
~ Piddtetransistoreilla, esimerkiksi pientaajuusvahvistimissa
ja ayainnettavissa teholdhteissd kdytetyilld, ohjataan usein in-
duktiivisia kuormia, esim. releitd, muuntajia tai kaiutinkeloja.
Induktiivisesti kuormitetut pddtetransistorit toimivat yleensd
hyvaksyttdvdlla tavalla lineaarisella alueellaan. Lineaarisessa
toimintatilassa ndmd transistorit toimivat jatkuvasti kuormien
pieni—impedanssisina jidnniteldhteind, mikd vaimentaa riittdvasti
induktiivisesti syntyvid jadnnitepiikkejd, joita kuormista saattaa
kytkeytyé'takaisin transistoreihin. Kun avainnettavan teholdhteen

péétetransistorit'ovat kuitenkin hetkellisesti kytkeytyneet alas



(pois) ohjausviestin ansiosta, tai kun suuri tuloviesti ohjaa

pientaajuusvahvistimen transistoreja epdlineaarisesti, transistorien

- impedanssi induktiivisiin kuormiin pdin on suuri. Kuormien induk-

tiivinen energia nousee huippuarvoon ja sy®ksyy takaisin vahvisti-
meen tai teholdhteeseen. Tdmd@ suuri energiasydksy voi ilmetd suure-

na negatiivisena jé@nnitepulssina, joka saattaa synnyttdd regenera- .

‘tiivisia virtasilmukoita yhteen tai useampaan pddtetransistoriin ja
 vahvistimen tai teholdhteen muihin piireihin. Nim& virtasilmukat

voivat "lukita" vahvistimen tai teholdhteen piirit, jolloin pii-

rien 1dhtd piehenee murto-osaan normaalista. Lukitustila pysyy,
kunnes lukittuneista piireist katkaistaan virta.

Lukittumisongelma on vield hankalampi silloin kun pddtetran-
sitorit eividt ole erillisid vaan sijaitsevat integroidulla piirilla
(esim. RCA CA3134 tai TDAl190, jotka ovat television d&nivdlitaa-
juuden ja #3nildhddn mikropiirejd). T&1lldin suuret negatiiviset
jdnnitepulssit éivét ainoastaan lukitse yhté'tai useampaa pddtetran-

sitoria, vaan niiden aiheuttamat virrat voivat kulkeutua mikro-

~piirin muille alueille, missd ne saattavat hdiritd muiden piirien

toimintoja.'Suuret virrantiheydet voivat myds tuhota yhden tai
useampia mikropiirin transistoreista taikka sulattaa piiripalaan
tehtyja metéllijohtimia.

v'Esiilé olevan keksinndn mukainen pddteaste on suojattu
induktiivisen kuorman aiheuttamien jénnitepulssién aikaansaamalta
lukittumiselta Piirin edullisessa suoritusmuodossa on tran51stor1,

joka on: tehty monoliittiselle integroidulle piirille, jossa on

tietyntyyppistd johtavuutta edustava puolijohdealusta sekd tdlle

vastakkaistyyppiset kollektori- ja emitterialueet, jotka sijaitse-
vat alustalla ja sisdltdvidt sille vastakkaistyyppisid johtavuus-
muokkaajla. Kollektorl— ja emitterialueita erottaa yhdentyypplsta'

johtavuutta edustava kanta- alue, ja kollektorialue on kytketty in- .

duktiiviseen kuormaan. Alustassa on galvaanisessa yhteydessid kollek-

torialueen kanssa neljds alue, joka edustaa ensimmdisen tyypin joh-

tavuutta ja sisdltas en51mmalsen tyypln johtavuuden muokkaajia.
Neljdnnen alueen ja vertallujannltelahteen vdliin on kytket-

ty resistiivinen 1mpedan351, ja neljdnnen alueen ja wertailujinnite-

lahteen vdliin on kytketty kondensaattori. Kondensaattori ja resis-



tiivinen impedanssi antavat neljdnnelle paikallisalueelle maapo-
.téntiaalia suuremman esijénnitteén,»joten kuormasta tuieva.induk—
‘tiiviseéti syntynyt jénnitepulssi‘johtuu alustaan transistorin
kollektorin ja neljdnnen alueen mﬁodostaman diodiliitpksen kautta
ndissd olosuhteissa. Témi estdd tehovahvistin- tai tehonsydttdpii-
‘rien lukittumisen. '

Piirustuksissa » _

. kuvio 1 esittdi kaaviomuodossa t#Emén keksinnén periaatteidén

mukaisesti rakénnettua pienfaajuusvahviétinta,

kuvio 2 on poikkileikkauskuva integroidun piirin pddtetran-
. ‘sistorista aikaisemmin tunnetun tason mukaisessa piirissa,

kuvio 3 on kaaviopiirros kuvion 2 piiristd,

kuvio 4 on poikkileikkauskuva integroidun piirin piédte-
trahsistoristé, joka on kaavionomaisesti.kytketty induktiiviseen
kuormaan té&mdn keksinndn periaatteiden mukaisesti, ja

~kuviosssa 5 on kaaviokuva kuvion 4 piiristd.

Kuviossa 1 on monoliittisen integroidun pientaajuuspiirin
10 pddteasteosa kytketty kaiuttimeen 60. Katkoviivoilla merkitty
laatikko 10 esittdd integroidun piirin rajaa. Mikropiiripala kytke--
td8n ulkoisiin komponentteihin ldht&jen 12 ja 14 -kautta. Mikropii-
rin pHiteastetta ohjataan keskendin erinapaisilla viesteilld, jot-
ka tulevat‘mikropiirin muista osista piirin sisdisten liitdntdjen
Tl ja T2 kautta. Liitdntddn Tl tuleva viesti on kytkétty emitteri-
seuraajakytketyn transistorin 16 kantaan. Transistdrin 16 kollekto-
‘ri on kytketty jdnniteldhteeseen (B+), Jja sen emitteri on kytketty
pddtetransistoriin 18, jonka kollektori on kytketty lihteeseen B+
ja ehitteri pientaajuusléhtéén'l2_vastuksen 19 kautta. Tfansistofeil—
le 16 ja 18 on aikaansaatu tasaesijdnnite vastuksilla 22 ja 24
sekd transiétorilla 20. Vastukset 22 ja 24 ovat sarjakytkenndssd
transistorin 16 ja johtimen 21 vélilié, ja johdon 21 on kytketty
18hté6n 12. Transistorin 20 kollektori on kytketty transistorin
16 kantaan, kanta vastusten 22 ja 24 liitdntdpisteeseen ja‘emitteri
johtimeen 21. Transistori 20vja vastukset 22 ja 24 toimivat Vbe—esi-'
jdnnitepiirind, joka pitdd ylld transistorien 16 ja 18 esijédnni-
“tettd, jos mikropiirissid esiintyy l&mpdtila- Jja jénnitevaihﬁeluita.

Liitédntdpisteeseen T2 tuotu viesti vied&ddn transistorin 26



kannalle, ja timdn transistorin emitteri- on kytketty emitteri-
seuradjatransistorin 28 kantaan. Transistorin 28 kollektori on
kytketty johtimeen 21, ja sen emitteri on kytketty pddtetransis-
torin 38 kantaan. Kondensaattori 36 on kytketty transistorin 26
kollektorin ja emitterin vidliin. Transistorin 38 kollektori on
kytketty pientaajuusléhtéén 12, ja sen emitteri on kytketty vas-
tuksen 39 kautta 1&ht&6n 14. Transistorien 28 ja 38 tasaesijénni—b
te,saadaaﬁ toisesta Vbe~léhteesta, jobon'kuuluyat vastukset 32

ja 34 sekd transistori 30. Vastukset 32 ja 34 on kytketty sarjaan
transistorin 28 emitterin ja 1dhdon 14 véliin;vTransistorin 30
kollektori on kytketty transistorin 28 kanﬁaan, sen Kanta vastusten
32 ja 34 kytkentdpisteeseen ja emitteri 18htdé&n 14. Tdmd toinen
be—piiri.
Mikropiiriin 10 ulkopuoclella on piirikomponentteja, jotka

Vbefpiiri toimii samalla tavalla kuin edelld esitetty V
on kytketty piiriin liit#ntdjen 12 ja 14 kautta. Kytkentdkonden-
saattori 48 tuo pientaajuusl&hddn 12 viestit péatemuuntajah 50
ensidén. Muuntajan 50 ensin toinen pii on kytketty maahan, ja
-toisio kaiuttimen 60 kelaan. Kondensaattorin 44 ja vastuksen
46 Safjaankyﬁketty suodinpiiri on kytketty 1&hddn 12 ja maan vdliin.
Tdmd suodinpiiri toimii alipaastésuotimena, joka poistaa pientaa-
juusl&hddn viesteistd suurtaajuuskomponentit.

Tamdn keksinndn eduliisessa suoritusmuodossa on l1ldhddén 14
ja maan véliih kytketty rinnan vastus 40 ja kondensaattpri 42,
Vastus 40 aiheuttaa transistorin 38 emitterille esijdnnitteen,
jonka taso on hieman maan tason yldpuolella, mik&d estads transisto-
rin lukittumisen, kun siihen tulee negatiivisia janhitepulsseja
muuntajasta 50. Kondensaattori 42 hoitaa plirissid kahta tehtdvidi.
Ensinndkin se varastoi energiaa, mikd pitdd ylld navan l4_positii—
visen esijidnnitteen, kun muuntajasta 50 tulee piiriin hegatiivisia
-pulsseja. Toiseksi kondensaattori’42.kytkee navan. 14 vaihtovirta-
viestit maahan, mikd estdd transistorin 38 degeneratiivisen vahvis-
tusvdhennyksen. Vaikka navan 14 potentiaali johtuulvastuksessa 40
tapahtuvasta jénnitehdviBstd kuvion 1 esimerkin tapauksessa, t&min
‘keksinnén suoritusmuodoissa voidaan kidyttdd miti tahansa komponent-
‘tia, joka aiheuttaa navalle 14 maan tasoa korkeamman esijdnnitteen.
VaStuksen 40 asemesta voidaan haluttaessa kdyttdd esimerkiksi

dicdia.



Tapa, jolla kondenaattori 42 Ja vastus 40 estdvdt transis-
torin 38 lukittumisen, voidaan-yﬁmértaa tarkastelemalla kuvioita
245,“jotka_esitté§at transistoria 38 sek#& siihen liittyvid pii-
reja poikkileikkaus- ja kaavakuvina. Kuvio 2 on poikkileikkaus
pddtetransistorista 38 sellaisena kuin se on rakennettu.mikro—v
" piirille RCA CA3134. Tamdn mikropiirin ééniléhtdosa»on esitetﬁy
kuviossa oéana 10, ja se toimii esimerkkind mikropiiriryhmistd
(mm. RCA CAl1l90GQ ja TDA11l90), joilla ohjataan kaiutinta (tai sen
kytkentdmuuntajaa) suoraan korkeilla tehotasoilla (esim. 3 W) tar-
vitsematta erillisid pddtetransistoreita. _ \

Kuvion 2 integroidussa piiriss8 100 on puolijohteesta
(tavallisesti piistd) valmistettu.runko[ jonka alusta 102 on tie-
tyntyyppistd johtavuutta ja lievasti'seostettu'epitaksiaalikerros
104, joka on vastakkaista johtavuutta. Kdytd&nndssi tavallisessa
ztapauksessa samoin kuin tdssi esimerkissid on alusta 102 tyyppid P+
ja epitaksiaalikerros 104 tyyppid N. '

Epitaksiaalikerros 104 on jaettu erillisiin saarckkeisiin
(eli "veneisiin"), jotka ovat samanlaisia kuin kuviossa 2 esitetty,
‘tavancmaisilla P+ —tyyppisilld eristysalueilla 108. Ndmd alueet
erottavat epitaksiaalisaarakkeet toisistaan sdhkdisesti. Kussakin
saarekkeessa on yksi tai useampia yhdessd toimivia piirielementte-
jé@lP+ -—alustan 102 ja epitaksiaalikerroksen 104 liitoskohdassa on
paikallinen alue eli haudattu tasku 106, jossa on suuri varauksen-
kuljettajatiheys.N+—tyyppisté materiaalia. N

B Paikallinen diffuusioaluevll4, jossa. on myds suuri varauk-
senkuljettajatiheys N+-tyyppistid materiéalia, muodostaa heikosti
johtavan tien epitéksiaalikerrokseh 104 pinnan 105 ja taskun 106
vdlille. ‘

Epitaksiaalikerroksen 104 pinnan 105 vieressi on diffuusio-

‘alue 110 P-tyyppistd ainetta. Pinnan 105 vieressi on mydg diffuusio- = .

"alue 112, jolla on suuri varauksenkuljettajatiheys N+-tyypplstéa
éinetta;vtémé alue sijaitsee P-tyyppisen alueen 110 sis&lld. Epi-
taksiaalikerroksessa 104 on sen pinnan 105 ldhelld vieli diffuusio-
alue 140, jolla on suuri varauksenkuljettajatiheys P+-tyyppisté
ainetta ja jéka sijaitsee P-tyyppisen alueen 110 ja yhden eristys-
alueen 108 vélissa. Piiripalan pinnalla 105 on eristYskerros 116
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piidioksidié. Liitdnndt ulkoisiin piirikomponentteihin tehddidn
erityskerroksessa 116 olevien aukkojen kautta metalloiduilla joh-
timilla 118 ja 118", jotka.oVat kosketuksissa palan pinnan 105
diffuusidalueisiin. Johdon 118 kytkett P+-tyypin alueen 140 ja
N+—t§ypin alueen 112 13ht68n 14, ja johdon 118' kytkee N+-tyypin
alueen 114 ldhtssn 12. | -

~ Kuvion 2 esittdmdt puolijohdealueet muodostavat kuvion 1
péétetranéistorin.BB. N+-alue 114, N+-tasku 106 ja epitaksiaaliker-
ros 104 muodostavat transistorin 38 kollektorin. N+-alueen 114
ja N+-taskun 106 suuri varauksenkuljettajatiheys tekee transisto-
rin dynaamisen kollektoriresistanssin pienekéi. P-alue 110 mucdos-
taa transistorin 38 kannan, ja N+-alue 112 emitterin. N+~tyypin.
alueen 112 runko muodostaa myds transistofin emitterivastuksen 39.

Kuviosta 1 nihddin, ettd vastus 39 on kytketty vastukseen
34 seki transistorin 30 emitteriin. Integroidussa piirissi 100
(CA3134) t&td kytkentdd ei ole toteutettu piiripalan pinnalla
olevalla metallisoidulla johtimella vaan "tunnelilla" 35, joka
on esitetty‘kuviossa 2 P+-tyyppisend alueena 140. Piirin CA3134
pinnalla olevien johtimien monimutkaisuus tekee tidllaisen tunnelin
kdytdn tdssi tapauksessa vilttimittdmdksi. '

Kuviossa 2 transistori 38 on kytketty'aikaisemmin tunnetul-
la tavalla; sen ulkoiset liitdnndt on tehty piirin CA3134
'Preliminary Data-tietojen kuvan 2'mukaisesti, joka on esitetty
‘kdsikirjan 1977 RCA Linear Integrated Circuits Databook sivulla
- 368, julkaisija RCA Solid State Division, Somerville, New Jersey,
USA. Tdssd rakanteessa transistorin 38 kollektori on kytkétty
‘induktiiviseen kuormaan (mUuntaja_SO ja kaiutin 60) 1&hddn 12 ja
.kondensaattOrin 44 kautta. Toinen 18ht6 14 on kytketty maahan. Kun
transistori 38 on kytketty tdlld tavoin, se voi lukittua suurten
viestien vuoksi joutuessaan epdlineaariseen toimintaan. Muuntaja 50
voli aiheuttaa suuren negatiivisen jannitepulssin, joka éyéksyy
takaisin transistorin 38 kollektorille 14hddn 12 kautta. Timi ne-
gatiivinen jdnnitepulssi tulee taskuun 106 ja ajaa sen maan poten-
tiaalia (nolla volttia) kohti ja sen alle. Kun taskun 106 potenti-
aali'on noin -0,5 VvV, N+-tasku muodostaa P+-tunnelin 140 ija P+-alus-
tan kanssa kaksi diodia, jotka ovat molemmat maan potentiaalissa.
N#m& diodit alkavat t#118in johtaa, mutta koska P+ ~tunnelin 140

ja N+-taskun 106 muodostamalla diodilla on viliresistanssia, joka



johtuu epitaksiaalikerroksén 104 N-tyyppisestd aineesta, kdytdn-
‘n&llisesti katsoen kaikki negatiivisen jdnnitepulssin synnyttama
virta sy®ksyy N+-taskun 106 ja P+- alustan 102 muodostaman diodi=-
liitoksen kautta (kuvio 3, diodi D'). Témd virta, jonka suuruus-
luckka on 500 mA - 1 A, tulee P+-alustaan 102 negatiivisina vihem-
‘mist8varauksenkuljettajina (kuvion 2 nuolet 120 ja kuvion 3 nuoli -
e). Tamd virta pienentéé transistorin ldhddn murto-osaan sen
entisestd arvosta. Koska vahemmistﬁvarauksenkuljettajat ovat nega-
tiivisesti varautuneet, ne etsivit tietid positiiviseen potentiaa-
‘1iin, joka tadssd tapauksessa on lihde B+. Vihemmistdvarauksenkul-
jettajat kulkevat siis alustan 102 kautta integroidﬁn piirin'lOO '
muihin alueisiin (ei esitetty), missd ne voivat aiheuttaa piirin
valitaajuusvahvistimien ja FM-ilmaisimen lukittumisen, jollecin
namékin'piirit tulevat toimintakelvottomiksi. Tadmdntyyppisten
suurten virtasyodksyjen tiedetd&dn tuhonneen transistorin 38 ja su-
lattaneen metalloidun B+-johtimen vaikeimmissa lukittumistiloissa.

Kuvion 2 esittimin tdh&n asti tunnetun ratkaisun Ilukittumis-
ongelma estetddn t#mdn keksinnén mukaisella ratkaisulla (kuviot
4 ja 5). Kuvio 4 vastaa jdrjestelyltdsn kuviota 2 ja kuvio 5 ku-
viota 3, paitsi ettd 1&ht6 14 on kytketty maahan kondensaattorin
42 ja_vastuksen 40 rinnankytkennén kautta. Pienilld ja normaaleilla
"ldhtdviestitascoilla vain pieni mddra virtaa kulkee transistorin
38 kollektorilta emitterille ja edelleen maahan vastuksen 40 kaut-
ta. Vastuksen 40 jannitehdvid on siis hyvin pieni, ja lihdén 14
tasajdnnitepotentiaali on vain muutaman voltin kymmenvksen maa-
potentiaalin yl&dpuolella. Ohituskondensaattéri 42 kytkee ldahddn
14 valhtOJannltev1est1t maahan ja pitdi SLten yv11d transistorin
38 normaalisti suurta vahvistusta. ‘

Kun mikropiirin CA3134 l;ltaﬁtéjen Tl ja T2 viestitasot
nousevat, kuten tapahtuu télevisiovastaanottimen ddnenvoimakkuutta
lisdttdessd, trahsistofi 38 joutuu jatkuvasti l&hemmds epdlineaa-
rista toiminta-aluetta. Td118in sen kollektorilta emitterille
kulkee jatkuvasti enemmidn virtaa, joka menee edelleen maahan
vastuksén 40 kautta. Tdlldin vastuksen 40 jdnnitehdvi®d kasvaa, Jja
seurauksena 6leva 18hddn 14 korkeampi jdnnitetaso sdilyy kondensaat-
-torin‘42,varautuessa. Viestien ollessa voimakkaita voi 1&hdén 14

‘jannite lidhestyd yhtd volttia.



Mikropiirin'CA3134 pddteastetta voidaan lopulta ohjata

niin voimakkaasti, ettd pHidtetransistori alkaa toimia epéliheéa—
risesti lihtSviestin leikkautuessa maksimi- ja minimikohdissaan.
Epdlineaarinen toiminta saa muuntajan»SO_kytkeméén induktiivisesti
syntyneen energiansa takaisin transistorin 38 kollektorille néga- |
tiivisuussuuntaisina jé&nnitepulsseina. Samoin kuin aikaisemmin
nami pulésit tulevat kollektorin N+-taskuun 106. T&1ll8in transis-
torin 38 kollektorijdnnite alkaé laskea nopeasti_eli myds N+-tyy-
pin alueen 114 ja epitaksiaalikerroksen 104'jénnite laskee. Kun‘
transistorin kollektorijédnnite laskee suunnilleen arvoon 0,5 -
0,3 V, se on tarpeeksi alhainen saadakseen N+-taskun 106 ja eﬁi—
taksiaaiikerroksen 104 sekd P+-tunnelin 140 muodostaman diodilii-
:tbksenn alkamaan johtaa, koska tunneli 140 on noin yhden voltin -
jédnnitetasolla kondensaattorin 42 ja vastﬂksén 40 ansiosta. THmd
diodiliitos onvesitetty kﬁviossa 5 diodina D". Kun diodivD" alkaa
johtaa negatiivissuuntaisten jénnitepulssien aiheuttamaa sYéksy—
virtaa, kondensaattoriin 42 kertynyt varaus pitdd sen potenﬁiaalin
vyhdessd voltissa. P+~tunneli 140 reagoi t&hdn syksyviftaan aiheut-
tamalla positiivisten vdhemmistdvarauksenkuljettajien (aukkojen)
virtauksén ympdr&ivddn epitaksiaalikerrokseen 104. Koska namd
'véhémmistﬁvarauksenkuljettajat ovat positiivisia, ne hakeutuvat
alempaan potentiaaliin, joka tdssd tapauksessa on liheinen maatet-
tu alusta 102. Tdmd vidhemmistdvarauksenkuljettajien virtaus on
esitetty kuviossa 4 nuolella 130 ja kuviossa 5 nuolella h. Kun
vdhemmistdvarauksenkuljettajat pddsevdt alustaan, ne hajautuvat vaa-
rattomasti maavirtana ja virtaavat integroidun piirin'virtaléhtee-
seen. Diodi D" siis estdd transistorin 38 ja integroidun piirin
muiden piirienllukittumisen;. ' |

o Kuvioissa 4 ja 5 diodin D" anodin muodostaa P+~tunneli 140.
Anodi voidaan kuitenkin muodostaa my8s milld tahansa muulla P+—
tyyppiselld alueella, joka on kosketuksessa epitaksiaalikerrokseen
104 Jja 18htd6n 1l4. Jos esimerkiksi PNP-transistorin kollektori tai
emitteri taikka diodin anodi onvkytketty 1dhtd8n 14, tdmd elektrodi
‘nmuodostaa myds .P+-tyyppisen alueen, joka on kosketuksessa épitak—
siaalikerrokseen 104 ja muodostaa siten diodin D" anodin. Piirisséi
CA3134 epitaksiaalikérroksen_saareke 104 on suuri alue, joka on

yhteydessd kaikkiin kuvion 1 piirikomponentteihin, jotka on kytket-—



ty johtimeen 21; n&ditd komponentteja ovat kolme vastusta, yksi
- kondensaattori ja neljd transistoria (kaikkia ei ole esitetty).
On siis erittdin todenndkdistd, ettd integroidun piirih pddte-
transistorin kollektorilla on kdytettdvissd P+-tyyppinen alue,
josta tulee diodin D" anodi tdssd esitetylld tavalla.

Voidaan nyds ndhdd, ettd kaiutinpiiristd voidaan jattdd.
pois muuntaja 50 ja kytked teholaite suoraan kaiuttimen k&&amiin,
kuten edelld mainitussa ohjekirjassa 1977 RCA LInear Integrated
Circuits Databook on sivulla 368 olevassa kuviossa 2 esitetty.
Tdlldin indusoituneet negatiivisuuntaiset pulssit syntyvdt kaiutti-

men kddmissd Ja kytkeytyvdt suoraan takaisin tehopddtelaitteeseen.
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Patenttivaatimukset:

1. Pddteastepiiri, joka on suojattu induktiivisen kuorman ke=
hittdmien jdnnitepulssien aiheuttamalta lukittumiselta ja joka ka—'
sittdd transistorin (138), joka on rakennettu monoliittiselle inte-
groidulle piirisivulle, joka sisdltdd ensimmdistd johtavuustyyppid
olevan maadoitetun puolijohdealustan (102}, jolla on oleellisesti
tasomainen pinta ja johon sisdltyy vastakkaista jchtavuustyyppid
olevat kollektori~ (104) ja emitterialueet (112), jotka on sijoi-
tettu mainitulle alustalle ja sisdltdvdt vastakkaistyyppisid johta-
vuusmuokkaajia ja joita erottaa ensimmdistd johtavuustyyppid oleva
kanta-alue (110) ja joista kollektorialue (104) on kytketty induk-
tiiviseen kuormaan (50), t unne t t u ensimmdista johtavuus-—
tyyppid olevasta neljdnnestd alueesta (140), joka sisdltdd ensim-
mdistd tyyppid olevia johtavuusmuokkaajia ja joka on sijoitettu
alustalle (102) galvaaniseen vhtevteen kollektorialueen (104) kans-
sa ja kytkee normaaleissa toimintaolosuhteissa transistorin (38)
emitterialueen (112) muihin pd&teastepiirin elementteihin, jotka
on sijoitettu monoliittiselle integroidulle piirisivulle (10), ja
elimistd (40, 42) neljdnnen alueen (140) potentiaalin asettamiseksi
sivuun alustan (102) potentiaalin suhteen sellaiseen suuntaan, ettd,
kun esiintyy kuorman (50) kehittdmid j&nnitepulsseja, joiden napail-
suus pyrkii esijdnnittdmdidn johtosuuntaan dicdin (D'), joka on muo-
dostettu kollektorin ja alustan vdliin, mainitun kollektori-alusta-
diodin (D') Jjohtavuutta viivdstetddn suhteessa suojausdiodin (D")
johtavuuteen, joka on muodostettu kollektorin ja neljidnnen alueen
(140) vdliin, jolloin sivuunasetuselimet (40, 42) k&sittdvdt resis-
tiivisen impedanssin (40) ja kondensaattorin (42) rinnankytkenndn,
joka on kytketty neljdnnen alueen (140) ja maan vdliin.

2. Patenttivaatimuksen 1 mukainen péd&dteastepiiri, t u n -
nettu siitd, ettd siind on johtavuudeltaan vastakkaistyyppi-—
nen viides paikallisalue (114), joka sijaitsee alustassa (102) ja
sisdltdd vastakkaistyyppisid johtavuusmuokkaajia sekd kytkee
kollektorialueen (104) ko. pintaan.

3. Patenttivaatimuksen 2 mukainen pddteastepiiri, t u n -
nettu siitd, ettd siind on johtavuudeltaan vastakkaistyyppi-

nen kuudes paikallisalue (106), joka sijaitsee alustassa (102) yh-

5§67 338
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teydessd kollektorialueeseen (104) ja viidenteen paikallisaluee- .
seen ja sisdltdd vastakkaistyyppisid johtavuusmuokkaajia.

4. Patenttivaatimuksen 1, 2 tai 3 mukainen pddteastepiiri,
tunnettu siitd, ettd ensimmdinen johtavuustyyppi on P-
tyyppil ja sille vastakkainen johtavuustyyppi on N~tyyppi, etti
vastakkaistyyppiset johtavuusmuokkaajat ovat N-tyypin muokkaaijia
ja ensimmidisen tyypin johtavuusmuokkaajat P+-tyypin muokkaajia.

5. Patenttivaatimuksen 3 mukainen pdidteastepiiri, t u n -
nettu siitd, ettd siind on alustan pinnalla viidennen pai-
kallisalueen kanssa kosketuksessa ensimmdinen metalloitu johdin
(118") seki alustan pinnalla emitterin (112) ja neljdnnen paikal-
lisalueen (140) kanssa kosketuksessa toinen metalloitu johdin
(118) , ja ettd ensimmdinen (118') ja toinen (118) metalloitu
Jjohdin muodostavat integroidun piirin l1dhtdliitidnnit.

6. Patenttivaatimuksen 5 mukainen pddteastepiiri, t u n -
nettu siitd, ettd emitterialueessa (112) on lisdksi ko.
transistorin emitteriresistanssi (39).

7. Patenttivaatimuksen 1 tai 3 mukainen pddteastepiiri,
tunnettu siitd, ettd resistiivisen impedanssin (40) muodos-
taa vastus (40).

8. Patenttivaatimuksen 71 tai 3 mukainen pddteastepiiri,
tunnettu siitd, ettd resistiivisen impedanssin (40) muo-
dostaa diodi.

9. Patenttivaatimuksen 1 tai 3 mukainen pddteastepiiri,
tunnettu siitd, ettd induktiivisen kuorman muodostaa muun=
tajan k&&dmi (50).

10. Patenttivaatimuksen 1 tai 3 mukainen pddteastepiiri,
tunnettu siitd, ettd induktiivisen kuorman muodostaa

kaiuttimen (60) kelakdimi.

§Sh/ 338
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Patentkrav:

1. Stromutkrets som skyddats gentemot 1ldsning berocende pd
spanningspulsar som alstmats av en induktiv belastning, varvid den
omfattar en transistor (38) konstruerad pid en monolitisk integrerad
kretsplatta som inkluderar ett jordat halvledarunderlag (102) med
ledningsférmiga av en typ och med vidsentligen plan yta, och inklu-
derande kollektor-(104) och emitter—regiéner (112) med ledningsfoér-
mdga av motsatt typ beldgna pa ndmnda underlag och innehdllande
modifieringsanordningar med ledningsfdrmdga av motsatt typ, varvid
ndmnda kollektor- och emitterregioner (104,112) separeras av en
basregion med ledningsfdrmiga av namndé ena typ och ndmnda kbllek—
torregion (104) kopplats till ndmnda induktiva belastning, k & n-
netecknad av en fijdrde region (140) 1 galvanisk'kontakt
med ndmnda kollektorregion (104), varvid ndmnda fjdrde region (140)
har ledningsfébm&ga av ndmnda ena typ och innehdller modifieringsan-
ordningar med ledningsanordningar av en typ och beldgen pa ndmnda
underlag (102); en resistiv impedans kopplad mellan ndmnda fjirde
region (140) och en kdlla fO8r referenspotential (jord); och en kon-
densator (42) kopplad mellan nidmnda fjdrde vegion (140) och nidmnda
kdlla f6r referenspotential (jord). '

2. Stromutkrets enligt patentkravet 1, k dnnetecknad
av en femte lokal region (114) med ledningsf&rmdga av motsatt typ
1 ndmnda underlag (102) och innehéllande'modifieringsanordningar
med ledningsférmiga av motsétt typ for fdrenande av ndmnda kollek-
torregion (104) med nimnda vta. '

3. Strdmutkrets enligt patentkravet 2, Kk anneteck -
nad av en sjdtte lokal region (106) med ledningsfdrmdga av motsatt
typ.och beldgen 1 ndmnda underlag i kontakt med nidmnda kollektorre—
glion (lOM) och ndmnda femte lokala region (114) och Lnnehdllande mo=
fler]ngadnordnlnpar med ledningsfdrmdga av motsatt typ.

4. Stromutkrets enligt patentkravet L, 2 eller 3, k 4 nne -
t ec¢c knad ddrav, att nimnda ledningsférmdga av ndmnda ena typ
dr ledningsférmdga av P-typ, att ndmnda ledningsfdrmiga av motsatt
typ ér ledningsférmdga av N-typ, att ndmnda modifierinpaanovdninpar
med 1edn1ngsformaga av motsatt typ dr modifieringsanordningar med
lednlngcformaga av ndmnda ena typ dr modifierings anordningar med
ledningsférmidga av P+ ~ typ.

5. Str@mutkrets enligt patentkravet 3, kdnnetecknad

s 3 5%
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av en fdrsta metalliserad ledare (118’) som ligger p& ytan av nimn-
da underlag och kontaktar ndmnda femte loka region (114), och en
andra metalliserad ledare (118) liggande pd ytan av ndmnda underlag
och'kontaktande'emittern.(lIZ) och fjdrde loka regioner, varvid ndmn-
da férsta (118') och andra (118) metalliserade ledare omfattar ut- '
tag pd ndmnda integrerade kretsplatta.

6. Stromutkrets enligt patentkravet 5, k & nneteck nad
ddrav, att emitterregionen (112) ytterligare omfattar ett emitter~
motstdand (39) 1 ndmnda transistor. ‘

7. Strémutkrets enligt patentkravet 1 eller 3, k & n'n e -
t e c.k n a d dérav, att namnda'resistiva impedans omfattar ett
motstéhd (4o). |

8. Strdmutkrets enligt patentkravet 1 eller 3, k & nn e-

t ecknad dirav, att nimnda resistiva impedans omfattar en
diod. .

9. Strdmutkrets enligt patentkravet 1 eller 3, k 8 nn e -

t ecknad dirav, att ndmnda induktiva belastning omfattar en
transformatorlindning (50).

10. Stromutkrets enligt patentkravet 1 eller 3, k 4 nn e -

teck nad dirav, att ndmnda induktiva belastning omfattar en

spollindning 1 en hidgtalare (60).
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